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関連科目 電気材料，応用物理，電子工学

神戸市立工業高等専門学校 2023年度シラバスシラバス

半導体工学 (Semiconductor Engineering)

電気工学科・4年・前期・必修・2単位【講義】 ( 学修単位II )

授業のの評価方法と基準
概要と方針と基準方針

これまで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をに，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を量子論的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を考え方を加えることで，より深い知識をえ方を加えることで，より深い知識を方を加えることで，より深い知識をを加えることで，より深い知識を加えることで，より深い知識をえ方を加えることで，より深い知識をることで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，より深い知識を深い知識をい知識を知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をを加えることで，より深い知識を
学ぶ．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，様々な半導体デバイスの動作原理をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を動作原理を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどを加えることで，より深い知識を用い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をがら広く学び，劣化や降伏などの関連す広く学び，劣化や降伏などの関連すく学び，劣化や降伏などの関連す学び，劣化や降伏などの関連すや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を関連すす
る現象も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．学ぶ．さら広く学び，劣化や降伏などの関連すに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．に用い知識をら広く学び，劣化や降伏などの関連すれる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．や量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をデバイスプロセスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を基礎につい知識をても学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．学ぶ．

【A2】エネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をを加えることで，より深い知識を書くことができ，半導体内のキャリア密度をく学び，劣化や降伏などの関連すことがで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をき，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバスを加えることで，より深い知識を
計算により算出できる．により深い知識を算により算出できる．出できる．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきる．

エネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をを加えることで，より深い知識を書くことができ，半導体内のキャリア密度をく学び，劣化や降伏などの関連すことがで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をき，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバスを加えることで，より深い知識を計算により算出できる．により深い知識を
算により算出できる．出できる．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を中間試験及びレポートで評価する．びレポートで評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

【A2】pn接合ダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をI-V特性をキャリア密度から定量的に導出できを加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバスから広く学び，劣化や降伏などの関連す定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をに導出できる．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をき
る．

pn接合ダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をI-V特性をキャリア密度から定量的に導出できを加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバスから広く学び，劣化や降伏などの関連す定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をに導出できる．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を中
間試験及びレポートで評価する．びレポートで評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

【A2】pn接合における降伏などの関連す現象も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をて説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきる
．

pn接合における降伏などの関連す現象も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をて説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を中
間試験及びレポートで評価する．びレポートで評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

【A2】金属と半導体の接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につと半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をヘテロ接合なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を異種材料の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につ構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をにつ
い知識をて，バンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を基にした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を電子運動の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を観点から説明できる．から広く学び，劣化や降伏などの関連す説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきる．

金属と半導体の接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につと半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をヘテロ接合なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を異種材料の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につ構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をについ知識をて，バン
ド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を基にした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を電子運動の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を観点から説明できる．から広く学び，劣化や降伏などの関連す説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を定期試験及びレポートで評価する．びレポートで評価する．
で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

【A2】MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を動作を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識をも学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．とに説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきる．
MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を動作を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識をも学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．とに説明できるで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を定期試験及びレポートで評価する．
びレポートで評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

【A2】半導体材料と光の相互作用に関する定量的扱いとエネルギーバンの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を相互作用に関する定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を扱いとエネルギーバンい知識をとエネルギーバン
ド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をた半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を定性をキャリア密度から定量的に導出でき的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を説明できるがで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきる．

半導体材料と光の相互作用に関する定量的扱いとエネルギーバンの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を相互作用に関する定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を扱いとエネルギーバンい知識をとエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用
い知識をた半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を定性をキャリア密度から定量的に導出でき的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を説明できるがで学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきることを加えることで，より深い知識を定期試験及びレポートで評価する．びレポートで評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を評価する．する．

成績は，試験は，試験85%　レポートで評価する．15%　として評価する．する．試験85%分は，中間試験と定期試験の相加平均をとる．試験成績は，中間試験と定期試験の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を相加えることで，より深い知識を平均をとる．試験成績を加えることで，より深い知識をとる．試験成績は，試験85
点から説明できる．とレポートで評価する．成績は，試験15点から説明できる．を加えることで，より深い知識を合わせて100点から説明できる．満点から説明できる．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を60点から説明できる．以上を合格とする．総合評価の小数点以下は切り捨てる．を加えることで，より深い知識を合格とする．総合評価の小数点以下は切り捨てる．とする．総合評価する．の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を小数点から説明できる．以下は切り捨てる．は切り捨てる．り深い知識を捨てる．てる．

半導体工学 第3版-半導体物性をキャリア密度から定量的に導出できの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を基礎-　高橋清，山田陽一著

半導体デバイス　S.M.ジィー

履修上のの評価方法と基準
注意事項

授業に関係のない私語を一切禁じる．本科の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をい知識を私語を一切禁じる．本科を加えることで，より深い知識を一切り捨てる．禁じる．本科じる．本科3年生の電子工学で修得した半導体デバイスの基本的動作原理に，定量的なの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を電子工学で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を修得した半導体デバイスの基本的動作原理に，定量的なした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を基本的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を動作原理に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を
アプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を量子論的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を考え方を加えることで，より深い知識をえ方を加えることで，より深い知識を方を加えることで，より深い知識をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を導入，界面準位なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を欠陥や降伏などの劣化を加えて，エネルギーバンドを用いてよりや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を加えることで，より深い知識をえ方を加えることで，より深い知識をて，エネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をてより深い知識を
深い知識をい知識を知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をを加えることで，より深い知識を習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を得した半導体デバイスの基本的動作原理に，定量的なする．した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をがって，電子工学の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を内のキャリア密度を容をしっかりと復習しておいてほしい．を加えることで，より深い知識をしっかり深い知識をと復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をしておい知識をてほしい知識を．



授業の計画（半導体工学）

テーマ 内容（目標・準備など）など）

1

2

3

4

5

6

7 前半の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を総復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を 前半の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を内のキャリア密度を容をしっかりと復習しておいてほしい．の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を総復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をを加えることで，より深い知識を行う．う．

8 中間試験 前半部分は，中間試験と定期試験の相加平均をとる．試験成績で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を授業を加えることで，より深い知識を受けた内容が理解できているかを評価する．けた半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を内のキャリア密度を容をしっかりと復習しておいてほしい．が理解できているかを評価する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をきてい知識をるかを加えることで，より深い知識を評価する．する．

9 中間試験の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を解できているかを評価する．答と解説と解できているかを評価する．説 試験問題の解答と解説，採点基準の説明，試験範囲の復習を行う．の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を解できているかを評価する．答と解説と解できているかを評価する．説，採点から説明できる．基準の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を説明できる，試験範囲の復習を行う．の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をを加えることで，より深い知識を行う．う．
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22
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30

Si基板中で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をキャリアの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を振る舞いる舞いい知識を/真性をキャリア密度から定量的に導出でき電導現象も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．および単結晶成長法
Si基板中を加えることで，より深い知識を流れるキャリアが起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリれるキャリアが起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリこす，ド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すリフトで評価する．電流れるキャリアが起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリ，フォノン散乱，有効質量なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をどについ知識をて解できているかを評価する．説し，これら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を基に半導体内のキャリア密度をにおけるド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すリ
フトで評価する．電流れるキャリアが起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を全電流れるキャリアが起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリ密度シラバスを加えることで，より深い知識を導出できる．する/真性をキャリア密度から定量的に導出でき電導現象も学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．につい知識をてエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をて解できているかを評価する．説する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を単結晶Siの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．方を加えることで，より深い知識を法とし
て，チや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をョクラルスキー法につい知識をて解できているかを評価する．説する．

半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバス/pn接合の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．方を加えることで，より深い知識を法 フェルミ・ディラック分は，中間試験と定期試験の相加平均をとる．試験成績布関数と状態密度シラバス関数から広く学び，劣化や降伏などの関連すボルツマン近似を用いて半導体のキャリア密度を導出する．また，真性半導体を加えることで，より深い知識を用い知識をて半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をキャリア密度シラバスを加えることで，より深い知識を導出できる．する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，真性をキャリア密度から定量的に導出でき半導体
におい知識をて，フェルミ準位が禁じる．本科制帯の中央に存在することについて導出するの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を中央に存在することについて導出するに存在することについて導出するすることについ知識をて導出できる．する/pn接合の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．方を加えることで，より深い知識を法につい知識をて解できているかを評価する．説する．

質量作用の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を法則及びレポートで評価する．び不純物半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をとフェルミ準位の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を温
度シラバス依存性をキャリア密度から定量的に導出でき/バイポーラトで評価する．ランジスタの作製の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．

質量作用の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を法則（pn積）について解説する．また，不純物半導体におけるフェルミエネルギーが温度に依存することについて解説につい知識をて解できているかを評価する．説する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，不純物半導体におけるフェルミエネルギーが温度シラバスに依存することについ知識をて解できているかを評価する．説
する/バイポーラトで評価する．ランジスタの作製の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．方を加えることで，より深い知識を法を加えることで，より深い知識を詳細に解説する．に解できているかを評価する．説する．

pn接合の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をI-V特性をキャリア密度から定量的に導出でき/様々な半導体デバイスの動作原理をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をFET pn接合ダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をI-V特性をキャリア密度から定量的に導出できを加えることで，より深い知識を定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をにキャリア密度シラバスを加えることで，より深い知識を用い知識をて導出できる．する/接合型電界効果トランジスタやトで評価する．ランジスタの作製や量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をMESFETについ知識をて解できているかを評価する．
説する．

pn接合の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を降伏などの関連す機構/半導体メモリ
なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をだれ降伏などの関連すとZener降伏などの関連すについ知識をて説明できるし，それぞれにおける降伏などの関連す電圧の温度依存性の違いについて，メカニズムも含めて解説すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を温度シラバス依存性をキャリア密度から定量的に導出できの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を違いについて，メカニズムも含めて解説すい知識をについ知識をて，メカニズムも含めて解説すも学ぶ．さらに，半導体デバイス作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．含めて解説すめて解できているかを評価する．説す
る/DRAMや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をフラッシュメモリの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を原理につい知識をて解できているかを評価する．説する．

トで評価する．ンネルダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すとI-V特性をキャリア密度から定量的に導出でき/MOSFETの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．方を加えることで，より深い知識を法と性をキャリア密度から定量的に導出でき能向上を合格とする．総合評価の小数点以下は切り捨てる． まず，トで評価する．ンネル効果トランジスタやとトで評価する．ンネルダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をI-V特性をキャリア密度から定量的に導出できについ知識をて説明できるし，その基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をメカニズムも含めて解説すを加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をて解できているかを評価する．説する/
MOSFETの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を作製に用いられる装置やデバイスプロセスの基礎についても学ぶ．プロセスと相互コンダクタの作製ンス特性をキャリア密度から定量的に導出できの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を向上を合格とする．総合評価の小数点以下は切り捨てる．につい知識をて解できているかを評価する．説する．

金属と半導体の接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につ－半導体接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につI/各種材料の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すに関する復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を 電子親和力と仕事関数について説明した後，ショットキー接触とショットキーバリアダイオードについて解説すると仕事関数につい知識をて説明できるした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を後，ショットで評価する．キー接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につとショットで評価する．キーバリアダイオード図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すについ知識をて解できているかを評価する．説する/異種材料接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につ
界面の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を物性をキャリア密度から定量的に導出できを加えることで，より深い知識をバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を用い知識をて理解できているかを評価する．するにあた半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をって，必要な事項を復習する．なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を事項を復習する．を加えることで，より深い知識を復習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をする．

金属と半導体の接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につ－半導体接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につII/化や降伏などの関連す合物半導体デバイス
オーミック接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につについ知識をて解できているかを評価する．説する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，ショットで評価する．キー接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を界面におい知識をて，オーミック接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につを加えることで，より深い知識を実現する方を加えることで，より深い知識を法につい知識をて解できているかを評価する．説する/化や降伏などの関連す合
物半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を概要な事項を復習する．とそれら広く学び，劣化や降伏などの関連すを加えることで，より深い知識を採用した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を半導体デバイスについ知識をて解できているかを評価する．説する．

MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度を/MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をC-V特性をキャリア密度から定量的に導出でき 理想MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をにおける蓄積，空乏，反転のそれぞれの状態について解説するの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をそれぞれの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を状態につい知識をて解できているかを評価する．説する/MOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をにおけるC-V特性をキャリア密度から定量的に導出できの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を測定方を加えることで，より深い知識を法と測定す
る意義，また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，C-V特性をキャリア密度から定量的に導出できの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を周波数依存性をキャリア密度から定量的に導出できについ知識をて解できているかを評価する．説する．

ヘテロ接合/実際のの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をMOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をI
アンアイソタの作製イプヘテロ接合およびアイソタの作製イプヘテロ接合につい知識をて解できているかを評価する．説する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，LEDにおい知識をて採用されるダブルヘテロ接合
に基づい知識をた半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を量子井戸構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をについ知識をて解できているかを評価する．説する/金属と半導体の接触やヘテロ接合などの異種材料の接触構造につと半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を間で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を仕事関数に差が生じている場合に，が生の電子工学で修得した半導体デバイスの基本的動作原理に，定量的なじてい知識をる場合に，C-V特性をキャリア密度から定量的に導出できに与える影響にえ方を加えることで，より深い知識をる影響にに
つい知識をて解できているかを評価する．説する.

半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を光の相互作用に関する定量的扱いとエネルギーバン吸収/実際のの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をMOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をII 光の相互作用に関する定量的扱いとエネルギーバンと半導体の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を相互作用に関する数式扱いとエネルギーバンい知識を，吸収係のない私語を一切禁じる．本科数や量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を侵入長等に関して解できているかを評価する．説する/界面準位がMOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を特性をキャリア密度から定量的に導出できに与える影響にえ方を加えることで，より深い知識をる影響に
と界面準位の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を軽減方を加えることで，より深い知識を法につい知識をて解できているかを評価する．説する．

様々な半導体デバイスの動作原理をエネルギーバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連すなアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をバンド図などを用いながら広く学び，劣化や降伏などの関連す間遷移/実際のの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をMOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をIII
基礎吸収を加えることで，より深い知識をはじめ，励起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリ子吸収，内のキャリア密度を殻電子による吸収，不純物励起こす，ドリフト電流，フォノン散乱，有効質量などについて解説し，これらを基に半導体内におけるドリ吸収，伝導吸収につい知識をて解できているかを評価する．説する/酸化や降伏などの関連す膜内のキャリア密度をに固定電荷，捕
獲電荷，可動イオンが存在することについて導出するした半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を場合にMOS構造を書くことができ，半導体内のキャリア密度をの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を特性をキャリア密度から定量的に導出できに及びレポートで評価する．ぼす影響にについ知識をて解できているかを評価する．説する．また半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を，クリーンルームも含めて解説すの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を概要な事項を復習する．を加えることで，より深い知識を説明できるする．

備など）
考

前期中間試験および前期定期試験を加えることで，より深い知識を実施する．する．
本科目の修得には，の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を修得した半導体デバイスの基本的動作原理に，定量的なには，30 時間の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を授業の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を受けた内容が理解できているかを評価する．講と 60 時間の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を事前・事後の基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を自己学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をが必要な事項を復習する．で学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をある．事前学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を：授業動画を参照して予習すること．事後学習：授業動画の内容を理解しを加えることで，より深い知識を参照して予習すること．事後学習：授業動画の内容を理解しして予習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識をすること．事後学習した半導体デバイスの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を：授業動画を参照して予習すること．事後学習：授業動画の内容を理解しの基礎知識に，定量的なアプローチや量子論的な考え方を加えることで，より深い知識を内のキャリア密度を容をしっかりと復習しておいてほしい．を加えることで，より深い知識を理解できているかを評価する．し
てい知識をるかを加えることで，より深い知識を確認するレポートに取り組むこと．するレポートで評価する．に取り組むこと．り深い知識を組むこと．むこと．
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